
 
Fig. 3. Crystallographic orientation maps of a grain grown with 

LG= 380 m and crystal lattices at each position. 

 

 
Fig. 1. RB length per unit area of each tSi 

dependence on W.  

 
Fig. 2. IPFs of Si strips (tSi= 100 nm, W= 

2 m, and 950 m long x 10). Red plots 

were grains grown longer than 50 m. 
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序＞これまで我々は、石英基板上アモルファスシリコン(a-Si)細線への大気圧マイクロ熱プラズマジェ

ット(-TPJ)照射により、横方向へ長距離結晶成長する高速横方向結晶化(HSLC)の誘起を報告した[1]。

細線幅減少及び a-Si膜厚増加により結晶粒界(GB)等の結晶欠陥の形成が抑制された[2]。本研究では、

Si細線における結晶成長について結晶構造評価を用いて詳しく調査した。 

実験＞石英基板上にプラズマ CVD法により a-Si膜を(tSi)50 ~ 200 nm堆積し、450 
○
Cで 1 hの脱水素処

理を行った。ドライエッチングにより幅(W)1 ~ 10 m、長さ 1.5 mm の a-Si細線を 1 m間隔で形成後、

大気圧下において Arガス流量(f)1.0 ~ 2.0 L/min、投入電力 1.4 kW、噴出孔径 600 mより発生した-TPJ

の前面(d)0.8 ~ 2.0 mmにおいて、a-Si膜を速度(v) 600 ~ 2000 mm/sで掃引することで結晶化を行った。 

結果及び考察＞-TPJ 照射中における Si 細線の高速度カメラ映像から、固液界面の衝突により GB が

形成される様子が観察された。この GB を電子後方散乱回折(EBSD)法により調査するとランダム粒界

(RB)であることが分かった。EBSD測定から各 W, tSiにおける単位面積当たりの各 GBの長さを算出し

たところ、GB長の合計及び CSL対応粒界に W依存性は認められなかったが、RB長は W増加と共に

増加した(Fig. 1)。tSi= 50, 100 nmにおいてそれぞれW = 2, 3 mからRBは増加し、tSi= 200 nmはW = 5 m

においても増加しなかった。a-Si の細線化により、細線幅方向に対し直線的に形成された固液界面が

細線長さ方向に均一に移動することで固液界面の衝突が起こらず、RB形成が抑制されたと考えられる。

tSi= 100 nm、W= 2 mの a-Si細線を EBSDにより観察したとこ

ろ、最大成長距離(LG)977 m の結晶が認められた。この試料

における細線 10本、測定長さ(L)950 mの逆極点図(IPF)を Fig. 

2 に示す。LG> 50 mの結晶を赤色でプロットすると、表面方

向(ND)は{111}、細線幅方向(TD)は{110}、細線長さ方向(RD)

は{100}に配向する傾向が認められた。{111}を成長面とした結

晶成長速度は{110}及び{100}に対し遅いため、成長方向である

RD において{111}面は長距離成長しなかったと考えられる。

LG= 380 mの長距離成長を示した結晶に注目すると、TDにお

いて一定の面方位{110}を示したが ND 及び RD において結晶

面方位の緩やかな変化が認められた(Fig. 3)。この時、TD方向

<110>を軸としてRDが<211>から<100>に向かって非常に緩や

かに回転(0.082°/m)していることが分かった。長距離成長する

結晶の多くは ND{111}、TD{110}、RD{100}に配向し、TD を

軸とした非常に小さな回転率を示した。 

結論＞-TPJ結晶化において a-Siを細線化することで RB形成

を抑制し、最大 977 mの長距離成長を誘起した。ND{111}、

TD{110}、RD{100}の結晶は緩やかな回転率で長距離成長する

傾向が認められた。 
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